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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラズマを用いて、シリコン基板上に少なくとも一層で、疎部および密部を有するマス
クパターンを形成した試料ウェハをエッチングするドライエッチング方法において、
パターンの疎部のエッチング速度に比べてパターンの密部のエッチング速度が速い第１の
エッチングステップと、
パターンの密部のエッチング速度に比べて、パターンの疎部のエッチング速度が速い第２
のエッチングステップを有する
ことを特徴とするドライエッチング方法。
【請求項２】
　請求項１記載のドライエッチング方法において、
第１のエッチングステップがＣＦ系ガスと窒素原子を有するガスとの混合ガスであり、
第１のエッチングステップと第２のエッチングステップとのエッチング時間比を選択する
ことによりパターンの疎部と密部のエッチング深さを所定の値とする
ことを特徴とするドライエッチング方法。
【請求項３】
　請求項２記載のドライエッチング方法において、
第１エッチングステップが、ＣＦ系ガスと窒素原子を有するガスと酸素原子とを有するガ
スとの混合ガスである
ことを特徴とするドライエッチング方法。
【請求項４】
　請求項２または請求項３記載のドライエッチング方法において、
窒素原子含有ガスの流量はＣＦ系ガス流量の１０％～５０％の範囲に制御される
ことを特徴とするドライエッチング方法。
【請求項５】
　請求項３記載のドライエッチング方法において、
酸素原子を含有するガスの流量は窒素ガス流量以下に制御される
ことを特徴とするドライエッチング方法。
【請求項６】
　請求項１または請求項２記載のドライエッチング方法において、
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前記第１のエッチングステップが逆マイクロローディング効果が発生するエッチングステ
ップであり、
前記第２のエッチングステップがマイクロローディング効果が発生するエッチングステッ
プであり、
前記第１のエッチングステップと前記第２のエッチングステップとを交互に行う
ことを特徴とするドライエッチング方法。
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